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Униполярные транзисторы с индуцированным каналом, обладая высо
ким входным сопротивлением и потенциальным управлением его коэф
фициента передачи по напряжению, являются основными активными 
элементами аналоговых, логических и цифровых устройств, а так же 
основными компонентами СБИС.
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Рис. 1. Упрошенная структура МДП-транзистора 
Транзистор состоит из МДП-структуры и содержит поверхностный 

(инвертирующий слой) между двумя диффузионными переходами. При 
отсутствии или < О диффузионные переходы И и С не имеют электри
ческой связи друг с другом и Когда поверхность инвертирована,
т.е. і/з„> О и между пере.ходами С, И приложено і/ой> 0. то электроны мо
гут входить в канал из одного перехода (И) и входить из канала в другой 
переход (С). Электроны движутся в той области подложки, где они явля- 
клхя основными НЗ, т.е. в индуцированном канале.

Для получения статических параметров МДП-транзисторов с индуци
рованным каналом часто используется метод, предусматривающий со
единение друг с другом затвора и истока и измерение /с = /({/^^).
В соответствии со схемой транзистор находится в режиме насыщения то
ка и следовательно его можно описать уравнением:

= *,^(С/,-СУгУ -Ли,-игУ (1)

согласно которому график зависимости /Я ~ линеен.

Рис. 2. Гра
фик зависи

мости
/>  ~ и.

Пороговое напряжение Uj оп
ределяется в точке пересечения 
продолженной характеристики с 
осью абсцисс. Крутизна транзи
стора:

( 2)Się
dU,„

которая для режима раооты тран
зистора, когда Uch <U i - (Ут, оценивается как:

WS^p„C o,~U a, (3)
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